
 

 

 

研究内容研究内容研究内容研究内容のののの概要概要概要概要：：：：    静的静的静的静的なななな基板基板基板基板バイアスバイアスバイアスバイアス［［［［VDD’(>VDD), VSS’(<VSS)］］］］をををを印加印加印加印加してしてしてして，，，，ソースソースソースソース端子端子端子端子

がががが電電電電源源源源電圧電圧電圧電圧 VDD及及及及びびびび接地接地接地接地電圧電圧電圧電圧 VSSにににに直接接続直接接続直接接続直接接続するするするする全全全全てのてのてのてのプルアッププルアッププルアッププルアップ

／／／／プルダウンプルダウンプルダウンプルダウン････トランジスタトランジスタトランジスタトランジスタをををを高高高高いいいい閾値電圧閾値電圧閾値電圧閾値電圧にしにしにしにし，，，，低低低低いいいい閾値電圧閾値電圧閾値電圧閾値電圧をををを持持持持つつつつ

PMOS トランジスタトランジスタトランジスタトランジスタのののの基板基板基板基板であるであるであるである n ウエルウエルウエルウエルをををを作成作成作成作成しないしないしないしない，，，，静的基板静的基板静的基板静的基板

バイアスバイアスバイアスバイアス印加印加印加印加ドミノドミノドミノドミノ CMOS（（（（SSDCMOS））））集積回路集積回路集積回路集積回路をををを開発開発開発開発ししししましましましましたたたた。。。。

通常通常通常通常のののの n ウエルウエルウエルウエルをををを無無無無くすることによりくすることによりくすることによりくすることにより，，，，大幅大幅大幅大幅にににに回路面積回路面積回路面積回路面積がががが減減減減りますりますりますります。。。。

またまたまたまたそのそのそのそのトランジスタトランジスタトランジスタトランジスタ幅幅幅幅をををを負荷状況負荷状況負荷状況負荷状況にあわせてにあわせてにあわせてにあわせて容易容易容易容易にににに変変変変ええええ得得得得るようなるようなるようなるような

標準標準標準標準セルセルセルセルののののレイアウトレイアウトレイアウトレイアウト構造構造構造構造をををを考案考案考案考案しししし，，，，低消費電力低消費電力低消費電力低消費電力なななな CMOS 集積回路集積回路集積回路集積回路

のののの標準標準標準標準セルセルセルセルをををを実現実現実現実現ししししましたましたましたました。。。。【【【【CMOS：：：：相補的相補的相補的相補的なななな金属酸化膜半導体金属酸化膜半導体金属酸化膜半導体金属酸化膜半導体】】】】 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

キーワードキーワードキーワードキーワード    CMOSCMOSCMOSCMOS 集積回路集積回路集積回路集積回路，，，，標準標準標準標準セルセルセルセル，，，，基板基板基板基板バイアスバイアスバイアスバイアス，，，，閾値電圧閾値電圧閾値電圧閾値電圧    
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• nnnn ウエルウエルウエルウエルをををを無無無無くしくしくしくし，，，，３３３３種類種類種類種類のののの閾値電圧閾値電圧閾値電圧閾値電圧でででで CMOSCMOSCMOSCMOS 回路回路回路回路がががが動作動作動作動作    

• ドレインドレインドレインドレイン接合容量接合容量接合容量接合容量をををを最小化最小化最小化最小化しししし，，，，またまたまたまた，，，，電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧をををを安定化安定化安定化安定化    

• VVVVDDDDDDDD とととと VVVVDDDDDDDD’’’’のののの分離分離分離分離よるよるよるよる nnnn’’’’ウエルウエルウエルウエル負荷負荷負荷負荷のののの軽減軽減軽減軽減でででで，，，，電源立上電源立上電源立上電源立上げげげげ容易容易容易容易    

• 低低低低いいいい閾値電圧閾値電圧閾値電圧閾値電圧のののの nnnn チャネルチャネルチャネルチャネル MOSFETMOSFETMOSFETMOSFET によるによるによるによる論理動作論理動作論理動作論理動作高速化高速化高速化高速化    

利
用
利
用
利
用
利
用
／／／／
用
途
用
途
用
途
用
途    

• 配線配線配線配線 RCRCRCRC 負荷負荷負荷負荷にににに合合合合わせたわせたわせたわせたトランジスタトランジスタトランジスタトランジスタ幅幅幅幅でででで最適最適最適最適なななな駆動能力駆動能力駆動能力駆動能力をををを付与付与付与付与    

• 必要最小限必要最小限必要最小限必要最小限のののの駆動能力駆動能力駆動能力駆動能力ののののトトトトランジスタランジスタランジスタランジスタ幅幅幅幅によるによるによるによる低消費電力化低消費電力化低消費電力化低消費電力化    

• 高高高高いいいい閾値電圧閾値電圧閾値電圧閾値電圧ペアーペアーペアーペアーによるによるによるによる定常状態定常状態定常状態定常状態におけるにおけるにおけるにおける低消費電力化低消費電力化低消費電力化低消費電力化    

• 標準標準標準標準セルセルセルセルののののレイアウトレイアウトレイアウトレイアウト設計設計設計設計をををを自動化自動化自動化自動化にににに導導導導くくくくレイアウトレイアウトレイアウトレイアウト構造構造構造構造    

知的財産権等情報知的財産権等情報知的財産権等情報知的財産権等情報    

特許出願 特願 平成 11-350529 
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可変可変可変可変ななななトランジスタトランジスタトランジスタトランジスタ幅幅幅幅をををを持持持持つつつつ標準標準標準標準セルセルセルセルののののレイアウトレイアウトレイアウトレイアウト図図図図 
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CMOSCMOSCMOSCMOS 集積回路集積回路集積回路集積回路ののののトランジスタトランジスタトランジスタトランジスタ幅幅幅幅がががが可変可変可変可変となるとなるとなるとなる標準標準標準標準セルセルセルセル構造構造構造構造のののの研究研究研究研究    


